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El presente invento se refiere a un circuito
para alimentar una linea telefénica que incluye un disposi~
tivo de proteccidn.

Las lineas telefénicas estén conectadas a la
malla de conmutacidn de su central local en dénde se inter=-
conectan entre si. Se alimentan con corriente continua poxr

medio de circuitos de alimentacidn situados al final de la

malla de conmutacibén. Existe un condensador de bloqueo en

cada uno de los hilos de las lineas para impedir que pase
la corriente continua a los puntos de cruce.

Sin embargo, la mayor desventaja de esta con-
figuracidn estd en que no queda protegida la malla de cohmu-
tacidén en el caso de sobretensién a~¢ procedente de la linea:
en efecto, casi el total de esta sobretensidn a-c esté pre-
sente en los terminales del circuito de alimentacidén y por.
lo tanto en los puntos de cruce de la malla de conmutacidm.
Existe el riesgo de que se destruyan los puntos de cruce si
estos son del tipo semiconductor o, al menos, que se reduzca
su tiempo de vida si son metdlicos.’

En el caso de una sobretensidén dac procedente
de la linea, la malla de conmutacidn estaréd protegida por
los condensadores de hloqueo, siempre que se hayan disefiado
para soportar una tensidn elevada, lo que les hace volumino-
s0s ¥y costosos.

El objetivo del presente invento es precisa-
mente un circuito para alimentar una linea telefénica que

evite estas desventajas.

El circuito de alimentacidén del presente in-
vento estd caracterizado porque, mis concretamente, contiene

un dispositivo de proteccién situado en la linea delante de
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2.

los dipolos de alimentacibénj limitando la desviacién de ten-
sién en los terminales de dichos dipolos en caso de una so-
bretensién en la linea.

Otras caracteristicas del invento aparecerén
en la descripcién que sigue, junto con los diﬁujos que se
acompafian en los cuales:

- la Fig. 1 muestra un diagrama del circuitc de alimentacidn

de la linea con dispositivo de proteccidn segin el invento;

~ las Figs. 2.a ¥y 2.b son curvas de teﬂsién utilizadas para
explicar el funcionamiento del dispositivo de acuerdo con

los principios del presente invento;

- la fig. 3 muestra una variante del circuito de alimentacidn
de linea de la fig. 1.

- la Fig. 4 muestra un circuito de alimentacidén de linea que
contiene d&s dispositivos de proteccidn comectados en direccio-
nes opuestase.

La Fige 1 muestra un diagrama del circuito
de alimentacidn de linea con dispositivo de proteccidén segiin
el invento. Incluye dos dipolos de alimentaciétn P y P! situa-
dos en serie en cada rama de la fuente de alimentacidn que
envia una tensién d-c, -V, normalmente de ~48V, Estos dipolos
estin conectados respectivamente a cada uno de los dos hilos
de la linea telefdénica por medio de Q y Q'. Presentan la ca-
racteristica de ofrecer una baja resisfencia a la corriente
continua y una alta impedancia a la corriente alterna. Su
propbésito es aislar la alimentacidén desde el punto de vista
de la a-c, a fin de no atenuar las sefiales de conversacién
e impedir la diafonia. Estos dipolos de alimentacibén, que
pueden ser electrdnicos, se conocen en ingenieria telefénica

¥, por lo tanto, no se describirdn con detalle, Dos conden-
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sadores de bloqueo K y K', situados respectivamente en cada
hilo de la linea entre los dipolos y la malla de conmutacidn
de la central, impiden que la tensién de alimentacidn pase

a los puntos de cruce. Un dispositivo de proteccidn PR estd
situado en el lado de la linea.

El dispositivo de proteccidn PR incluye dos
transistores Tl y T2 del tipo NPN conectados como un circui-
to "Darlington". El transistor Tl estid situado en serie con
el hilo de la linea que recibe la tensidn & alimentacidén -V,
¥ su emisor esti conectado al punto Q@ del dipolo P. El colec~-
tor del transistor T2esté conectado al colector del transis-
tor Tl. El emisor del transistor T2 estl& conectado a la base

del transistor Tl. El dispositivo de proteccidén PR incluye

‘tambien otros dos transistores Tl' y T2' conectados como un

falso circuito "Darlington”. El transistor tipo-NPN T1' esté4
situado en serie con el oiro hilo de la linea y su colector
estd conectado al punto Q' del dipolo P'. El colector y el

emisor del transistor T2' del tipo-PNP estén conectados

" respectivamente a la base y colector del transistor Tl'.

La base del transistor T2 estld conectada a
un circuito de alta-impedancia Z a través de un transistor
MOS de canal~N, designado por el simbolo M. La base del tran-
sistor T2' est& tambien conectada a dicho circuito Z a tra-
vés de un transistor MOS de canal~P, designado por el simbolo
M!'. Los potenciales de puerta de los transistores MOS, M y
M', estén fijos a = —%T, For medio de un puente de dos re=
sistencias iguales Rl y R1l' alimentado por la tensién -V.

El circuito de alta-impedancia Z consiste de
un transistor de efecto de campo y canal-N, F que tiene una

resistencia R2 en serie con la entrada. La puerta estid pola=
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rizada por la tensidén a traveés de los terminales de la resis-

tencia R2.

Explicaremos seguidamente el funcionamiento
del dispositivo de proteccidn PR. Deben considerarse dos fa-
ses de funcionamiento:

1) Funcionamiento en modo normal,
2) Funcionamiento en modo limitado.

Estas dos fases de funcionamiento se definen
como una funcién de las tensiones VL y VL; en los terminales
de entrada L y L' del circuito de proteccibén PR.

El modo normal corre ponde a las siguientes

tensiones VL y V.,

VLV L =V Y
dénde VS es la tensibén de umbral, virtualmente igual a V
2

Este es en el caso en el que no existe sobre-
tensidn, o existen pequeflas sobretensiones que no son peli-
grosas.

El modo limitado corresponde a las siguientes
tensiones VL y V,.,:
> Vs
“L'<: -Vs

Este es el caso én que esti presente una so=-

O

bretensibén peligrosa.
Examinaremos sucesivamente las dos fases de
funcionamiento.

1) Funcionamiento en modo normal

En el modo normal, los transistores Tl y T1!
funcionan en la parte ascendente de su curva caracteristica

Ic = f(VCE) con IB ¢cst, Yy presenta una muy baja impedancia
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(del orden de 50)). Bl circuito Z funciona como un generador
de corriente y por lo tanto presenta una alta impedancia.
Las caracteristicas de transmisibén de las sefiales de conver=
sacidn no estén por lo tanto atenuadas por el dispositivo

de proteccidn PR, y todas las variaciones de tensidn se en-
cuentran en los terminales Q y Q' de los dipolos. Los tran=-

sistores MOS M y M' funcidnan en la parte ascendente de su

"eurva caracteristica I, = f(VbS) con Voo cst, ¥ envian una

corriente de consumo constante, mientras que la tensidn del
generador-puerta sigue las variaciones de tensidn en los
terminales Q ¥y Q’. Esta situacidn corresponde a la parte
"modo normal!" de las figuras 2.a y 2.b, situada a la izquierda
de la linea wvertical discontinua. La figﬁra 2.a representa
la temnsidn VCE del transistor Tl como una funcidén de la
tensién VL en el terminal de entrada L. La Figura 2.b repre-

senta la tenéién VQ en el terminal Q del dipolo P como una

funcidén de la tensidén VL.

2) Funcionamiento en modo limitado
Examinaremos ahora el funcionamiento en modo
limitado, considerando la tensibn VL en el terminal de en-
trada L. Cuando la tensién V; alcanza el valor -Vg-la ten-
sidén del generador -puerta del transistor MOS, M, se aproxi-
ma a cero y disminuye la corriente de consumo, reduciendo
asi la corriente de base del transistor T2. Consecuentemente,
el transistor Tl funciona en la parte horizontal de su curva
caracteristica I = f(VCE) con Iy cst, y su tensibén V

CE
aumenta de la misma manera quw VL' Los transistores T1, T2
vy M funcionan como un regulador de tensibén regulando la ten-
sidn VQ al valor -Vs. Esta situacidn corresponde a‘'la parte

"modo limitado™ de las figuras 2.a y 2.b, localizada a la
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derecha de ia linea vertical discontinua.

Cuando la tansién VL es menor que =V, se cor-
ta el transistor Tl. Un diodo D lo protege. De la misma
manera, cuando al tensidn VL’ es mayor que cero, 3e corta
el transistor Tl'., Tambien est& protegido por el diodo D'. -

Asi, cualquiera gme sean los valores de las
tensiones en los terminales L y L' del dispositivo de pro-
teccidn PR, tendremos siempre:

VL Vo L =V y

“Vs<:VQ'<: 0

Esta limitacidén de la oscilacidn de la ten-
sidén en los terminales de los dipolos P y P' protege efecti~
vamente a la malla de conmutacidn contra sobretensiones en
la linea. Tambien presenta la ventaja de limitar la corrien-
te que pasa a través de los dos dipolos.

El circuito descrito anteriormente utiliza
transistores montados en configuracidn "Darlington" a fin
de aumentar la ganancia de corriente y funcionar con una
baja corriente de control en los transistores MOS M y My
en el circuito Z., En principio, el circuito podria tambien
di;eﬁarse con un solo transistor en cada conductor.

El dispositivo de proteccidén PR puede disefiar-
se para aportar sobretensiones a lo largo de toda su duraciédn.
Sin embargo, esto requeriria que los transistores T1 y T1!
fueron mucho mls grandes y mis costosos. Otrassolucién con-
siste en mantener cortados estos transistores un corto tiempo
después de la aparicidén de una sobretensidn. La sobretensidn
se detecta por un circuito de deteccidn (no mostrado) situa=-
dos delante del dispositivo de proteccidédn PR. Este circuito

puede ser del tipo descrito em la Solicitud de Patente espa~
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fiola ne 465.859,

Los transistores Tl y Tl' pueden cortarse por
medio de un circuito de corte H mostrado en la Figura 3. El
mismo incluye un transistor PNP T3 cuyo colector estéd aonec-

tado a la puerta del transistor MOS M' y cuyo emisor esté

conectado a tierra, La base recibe una seifial de corte CP por

medio de dos resistencias- R3 y R4. De esta manera, cuando

la sefial se hace negativa, el transistor T3 codduce, ponien-

do a tierra'lalpuerta del transistor MOS M' que deja entonces
de conduciy, teniendo el efecto de cortar los transistores
"Darlington". La linea ya no es alimentada.

El corte de la alimentacidén de la linea, al
nivel del dispositivo de proteccidn presenta, ademis de
una completa proteccidn de la malla de conmutacidén, la ven-
taja de poderse invertir la bateria sin necesidad de dipolos
de alimentacidén bidireccionales. Esta ventaja se realiza por
medio del circuito de alimentacidn de linea mostrado en la
Fig. 4. Nuevamente, encontramos los dos condensadores K y
XK' asi como los dos dipolos P y P'. Dos dispositivos de
proteccién PR1 y PR2, idénticos al dispositivo de proteccién
PR de la figura 3, estln situados delante de los dipolos de
tal manera que conducen la corriente em direcciones opuestas.
El circuito de proteccidn PRl conecta al terminal de entrada
L al terminal Q del dipolo P y el terminal de entrada L' al
terminal Q' del dipolo P'. El circuito de proteccidn PR2 co-
necta al terminal L al_terminal Q! v el terminal L’al termi-
nal Q. Asi, conmutando los circuitos dé prote;cién, se invier-
te la direccidn de la corriente de alimentacidén en la linea,
siendo siempre la misma en los dipolos.

Ha de quedar enetendido que la anterior des-
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cripcidn de una forma determinada del invento se hace a modo
de ejemplo y no debe considerarse como limitacidn de su al~
cance.

El presente invento corresponde a uné solici~
tud de patente formulada en Francia el dia 2 de Marzo de 1977,
sefialada con el N2 77 0610l y se acoge, por lo tanto, a los

beneficios que otorgan los convenios internacionales vigentes.
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--------------- mmmmmm e m—— e NOT A o o oot e e vt o e e e

Los puntos de invencidn propia y nueva que
se presentan para que sean objeto de esta patemte de veinte
afios son los siguientes:

l.- Un ecircuito para alimentar una linea
telefdnica que incluye un dispositivo de proteccién, in-
cluyendo tamblen una fuente de tengidn d-¢, -V y dos dipolos
Pybp! sxtuados respectivamente en cada una de las ramas de
dicha fuente, caracterizado porque el dispositivo de pro-
teccidn incluido mantiene en todos los casos las tenéiones
VQ vy VQ: en los terminales Q y Q“de los dipolos dentro de
un margen limitaao tal como:

-V < Va <"Vs

Vs Vr . 0
dénde Vs es una tensién de umbral que tiene un valor aproxi-
madamente igual a_ V .
2

2.,- Un circuito, seglin el punto 1, caracteri-
zado porque el dispositivo de proteccidn incluye:
- dos transistores situados delante de los dipolos, en serie
con cada un6 de los dos conductores de la linea respectiva~
mente,

- un circuito de alta-impedancia conectado por dos transis~-

- tores MOS a las bases de los dos transistores, con las puertas

de dichos transistores MOS situadas a una tensidén fija -_V_;
- dos diodos de proteccidn situados respectivamente en serie
con los dos transistores.

3.= Un circuito seglin el punto 2, caracterizado
porque el dispositivo de proteccidn contiene un circuito de
corte para cortar uno de los transistores MOS cambiando su

tensién de puerta.
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k.~ Un circuito, segOn el punto 3, caracteri-
zado porque incluye dos dispositivos de proteccibén idénticos
pero. montados en direcciomes opuestas, siendo invertidas las
polaridades de la tensidén de linea d~c, conmutando los cir=-

5 cuitos de proteccidmn.

5.~ Un circuito para alimentar una linea tele=
fénica que incluye un dispositivo de proteccidn.

Tal y como se ha descrito en la memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian y

10 a los fines especificados,

Esta memoria consta de diez hojas escritas

por una sola cara.

Madrid, 2 "AR. 1978

7

M. G. SANTAMARIA
VICE-SECRETARIO GENERAL
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